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la presente invencidén se refiere a un procedimiento y

un dispositivo para el tratamiento de vidrio en plancha, en el cual
una oara queda en contacto con un balio de materias fundidas, en tanto
que la otra cars se halla en contacté con una atmosfers en la que rei-
na una.temperatura elevada.

Es bien conocido el sistema de tratar térmicamente plan—
chas de vidrio, poniéndolas en contacto ocon un fliido caliente que
contiene dtomos ¢ iones adecuados. En'estas condiciones, en efecto,
puede producirse un intercambio de iones entre ei vidrio y ol fluido
que Qo bafia, dando lugar & un cambio sensible en la composicion de la
capa superfioial, adyacente a la cara en contacto con el fliido ca-
liente. S5i bien este fendmeno puede aporier ocesionalmente ciertas
ventajas, es, por desgracia, poco regulable, y se ha comprobado con
frecuenoia que los resultados.son perjgdiciales'o, cuando‘menos, muy
variables.

Es sabido igualmente que, en el oaSO'en‘qne sa utilicen
sales metéliocas fundidas, el intercambio de iones entre éstas y el
vidrio puede ser tan intenso que se produzcan alteraociones graves de
las propiedades del vidrio.gPara obviar a este inconvenienie, me ha
propuesto ya regular el intercambio de iomes entre wna sel fundida y

‘
el vidrio haciéndolos mer a%raveaados por una oorriente eléotrica, &
fin de obtener una modificazoién voluntaria de las propiedades del vi-~
drio. Por desgraoia, estos procedimientos presentan entonces otro ge-~
rio inconveniente. En eatosicasos, en efecto, el vidrio debe gquedar
completamente rodeado por lés,materias 1iquidas, lo cual provoca im-—
portantes complicaciones. %

La presente invencidn tiene como fin eliminar estos incon-
venientes. Aporta ademis numerosas ventajags, que se compronderan me-
jor en el curso de la descrﬁpoién que sigue.

Conforme & la invencidn, se scmete por lo menos una parte

—
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.de la plancha de vidrio a un campo eléctrico continuo que se extiende _|
entre ol bafio de materias fundidas y la atmbsfera con la cual se en~
cuentra en oontabto una do las caras de la planoha de vidrio. E]l campo
eléctrico puede establecarse de tal manera que el bafio de mater;as fun-
didas sea de polaridad positiva o negativa oo& rolacidén a la atmdsfera.
Es sabido que’ la difueidn de los 1ones se rige por la activaoidn de log
miemos y por las barreras de dlfu51on;entre 1la pYancha de vidrio y los
fluidos, atmdsferda o materias fundida?,'con las cuales se halla en con-
tacto. Egtableciendo un campo eléctri;o en ol isistema electroquimico
formado por el bafio de materias fundidas, la plancha de vidrio y la
atmosfera en contacto con dicha plancha -de vidrio, se puede provocar
una difusion de iones en por lo menos una parte de la plancha de vi- -
drio, adyacente a una de las caras de la citada plancha de vidrio, y
regular la intensidad d; esta difusidn. S; puedenasi hacer difundir enm
el vidrio iones inicialmente contenidos en la atmésfer# ¥y de polaridad
opuesta a la del vidrio con réspeoto s la atmdsfera y simulténeamente
provocar la migracidn de -iones metédlicos.contenidos En el vidrio y mas
eleo?ropositivos ﬁue log metales que constituyen el batio. Este proce-
dimiento presenta la ventaja de hacer desplazar iones alcalinos, por
ejemplo, hacia ol bafio de materias metdlicas fundidas. Al contacto oon
dicho baflo, estos iones se reducen al estado metﬁlioo, go disuelven a
continuacion en el baiio metdlico y, finalmente, mon suscepiibles, en
este estado, de combinarse con las impurezas alll contenidas, tales co-
mo el azufre y ol oxigeno. Los compuestos asi formadée son mucho menos
nefagtos respecto a la plancha ﬁe vidrio que los cuerpos que se forma-
rian por la combinacidn de los metales que constituyen el bafio y las in
purezas. Bn la superficie superior de la plancha de vidrio, se produce
un fendmeno andlogo. En este caso, los iones alcalinos, por ejemplo,
de la puperfiole del iidrio emigran ha¢ia el interior y pueden asi ser

.reemplazados por otros iones positivos inicialmente contenidos en la
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Resulta ventajoso hacer difundir en le plancha de vidrio

|_atmosfers.

lones susceptibles de mejorar las propiedades quimicas del vidrio o de
modificar sus propiedades ﬁ;cénicaa‘u dpticas. A titulo de ejemplo,
diremos que so puede aumentar sensiblemente la resistencia del vidrio
a la corrosion por agentes atmdsféricos o quimicos enriqueciendo la
pelioula superfioial en calcio 0 en magnesio. Asimismo, se pueden me~
jorar ciertas propiedades 6§ticas, taies oomé el brillo, afiadiendo
plomo, estafio o bario; se puede inducir una coloracidn en, por lo me—
nog, una parte del vidrio haciendo difundir én el migmo iones tales
como los del hierro, del manganeso, del niquel , Qel cobalto, del
cobre, del'aelenao,-etc. In otros casos, se jueden igualmente reemple—~
zar iones sodio contenidos en el vidrio por qtros iones tales como el
litio 0 el potasio que modifican sensibiemenﬁe el coeficiente de dila-
tacidn de las ocapas superficiales del vidrio. Por estg medio igualmen—
te, se hace ﬁosible inducir cargas permenentes en una plancha de vi-
drlo. Particulammente, si se desea inducir uﬁa oompiegién en le ocapa
superficial, cuando &ste presenta un coeficiente de dilatacidn mas dé-
bil que el vidiio de base, este medio permite mejorar sensiblemente

la resistenciagdel producto. Ademds, ciertos iones, tales como el li-
{t1lo0, pueden se; infioduoidoe en el vidrio paﬁa realizar wna desvitri-
ficacion, de preferen01a limitada a Una pelloula superficial.

Resulta ventajoso anadzr:a la at&osfera iones susceptibles
de &ifundinaen}a plancha de vidrio y hacerlos pagar & la parte de la
atmdsfera sometide a la accién delrcampo sléotrico. Este‘prOcedimiento
presenta una ventaja muy imporiante: se pﬁedé as{ difundir los iones
que 88 deseen introducir en el vidrio y, ademis, oambiar nuy répidae-
meate le naturaleza de estoa iones. Ademés, esto pemmite igualmente
regular la concentracidn de los iones en la atmosfera e inoluso de ca~
da uno de ellos cuando se desee haogr actuar simulifnesmente. a varios

o -
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- dicho ‘bafio metdlico, de modo que gerzan una funeidn Gtil, por ejemplo

LT ——

Ventajosamente, se conocentra el campo eléctrico en zones

escogidas en la plancha de vidrio, en p&rtioﬁlar a lo largo de las
) , A

zonas marginales de ésta. Se puede dsi hacer difundir los iones més
' !

intengamente o exclusivamente en oiertas zonas de.la plancha de vi-
drio, de modo que se modifiquen localmente las propiedades del vidrio.

Se puede, por ejemplo, cambiar la tensién‘superfioial del vidrio mo-

o

dificando la condentracidn de los iones alcalinos en las bandag mar—
ginales de la plancha de vidrio. De este modo, se puede modificar

ol espespr de 1a plancha de vidrioc en el ocurso de su desplagamiento
sobre el bafio metidlico.
|
la inven01on se refiere igualmente a un dispositivo para’

!

el tratamiento de vidrio en planoha, en el cual une cara se halla en
oontacto con un bafio de materias fundidas, m%entras que la otra cara
estd en ocontacto con una atmbsfera en la que!reina una temperatura
elevadas conforme al invento, el diepositivo-comprende mediop para os-
tablecer un campo- eléotrico continuo entre el bafio &e materiag fundi-
das y la atmbefera con la cual estd en contacto una de las caras de
le plancha de vidrio. Resulta ventajoso que estos medios estén cons-
tituidos por electrodos a los que pe aplique una diferencia de poten-
oial, eventualmente regulable,.uno por lo menos de los cuales esté
situado en la atmdsfera, mientras que otro estard constituido por el
bafio de ﬁateriaa fundidas. Mediante esta disposicidn, el baiio de ma-
terias fundidas, la plancha de vidrio y el electrodo situedo en la
atmbsfera determinan uﬁ sistema electroguimico que permite aplicar el
procedimienfo que aceba de quedar descrito y que me beneficia de una
gran parte de sua posibilidades. En el caso de un bafio de metal fun—
dido, por ejemplo, se puedemhacer emigrar hacia este Gltimo ciertos

iones contenidos en el vidrio y provocar su reduccion al oontacto con

« -
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|_que impidan la oxidacidén del metal fundido.

-6 -

| 3 25418 1

Resulta ventajoms que, por lo meﬁos un electrodo, estéd
constituido ﬁor varias partes susceptiblss de orear campos eléctrigos
de intensidad diferente de una parte a.la otia. Estas pueden ser
eldotricamente independientes entre si y auaéaptibles de ser puegstas
a potenciales diferentes con reluoidn a otro clectrodo. Se dispone
_aei de varios medios suscepiibles de regular localmente los efectos
del campo eléotrioco, modificand; la intensidad de oste.

.+ Para hacor variar la distancia ontre dos electrodos, uno
de los ocuales preaente; por ejemplo, una auperfioiempiana, go puede
utilizar ocomo segundo electrodo ya sea-una placa iroclinada con rela=-
0idén al otro electrodo, ya una pieza qonductora cuya superficie sea °
curva o yoliéd#ioa, o también abierta. Segin una forma de realizacidn
ventajosa rela’givﬁ & un electrodo compuesto dle vari‘as partes, una por
1o menos de éséas Queda dispuesta oe?oa de 14 zona marginal de la plan
cha.de \rldrioQ, :Se puede asi regular ;:individua%lmente ol campo eléctrico
actuando sobre el borde de la capa péﬁa modiﬁioar lé concentracidn
rela’cix{&#ffé los iones contenidos en la zona mia.rginal ¥y correlativa-
mente, cambiar la tenéién Buperfioia1>del vidrio. Sgbido es, en efecto
que esta propiedad condiciona el gruéso que puede tomar la plancha de
vidrio sobre el baﬁp de materias fundidas.

Ventajosamente, el dispositivo conforme & la invencidn
oomprené.é igualmente medios susceptibles de dispersaer iones por la
afm&afera sometida a la accidn del campo eléotrico. Tales medios pﬁe—
den, por ojemplo, Qstar oonstituidos por wno o varios oconductos que
.desemboquen en la atmbésfera en las corcanias de los electrodos alli
pituados, Se puedenasi realizar tratamientos del vidrio cuyos efectos

‘gon muy diferentes, segin la naturaleza de los iones que se dispersan

en la atmoéufera. : -

El plano snexo representa a titulo de ejemplo varias for-

-
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.mas de ejecucidn de la invenoibn., |

La figura 1 es una secoién longitudinal de un horno que
comprende uns pila contentiva de un bafio de'mla.teriaa fundidas que sus-
tentan una planchs de vidrio y, ademis, un di;apositivo oonforme al in-
vento.

Lag figuras 2, 3, 4 muestran cortes transversales esquemé-
ticos de un li.c:mo que comprende una pila contentiva de un bafio de ma-
teries fundidas sustentadoras de na i:lanoha de vidrio y, ademis,
eleotrodons de diferentes tipos.

la figura 5 es una vista en planta de un electrodo abiertq.

Ia figura 6 es una meceidn transversal de un horno que
comprende una pila, la oual contiene un bafio de materiaw fundidas que*
sustentan una plancha de vidrio y, ademés, un electrodo en U invertida.

la figura T es un oorte transversal de un horno que com-
prende una’ pila contentiva de un bafio de materias fundidas Que BopO-
tan una pla.noim de vidrio y, ademis, un electrodo constituido por va-
rias pertes ¢que se enduentran a potenciales difaren-l;es de una parte a
la otra.

La figura 1 ilustra una primera forma de realizacidn del
invento. En ests figura 1, se obgerva una pila 1 q,ué presenta une ba-
ge 2, la pared lateral anterior 3, la pared lateral posterior 4, asi
oomo unae estructura de techo 5 constituide por su parte por la boveda
6, la paied lateral anterior 7 y la pared lateral posterior 8. Entre
lag paredes lateraies enteriores 3 y T, se ha dispuesto una hendidura d
por la que penetra la banda de vidrio en la pila 1. Esta misma banda
de vidrio 10 sale de la pila 1 por la ranura 11 dispuesta entre las pa-
redes laterales posteriores 4 y ‘8. En el interior de la pila 1, la
banda de vidrio 10 se desliza sobre un bafio cie materias fundidas 12
més densas que el vidrio. Ademds de este bafio 12 de materias.fundidas,

.la pila 1 contiene una atmdésfera 13 que entra en oontacto oon la cars

.-




10

15

20

25

30

-8 - 7 i iy
325418 !
~superior de la banda de vidrio 10. Se encuentra también, en el inte-~ .|
rior de la pila 1, un eleotrodo 14 formado por una placa plana dig-
puesta en la atmdefera 13 y fijada av la boveda 6 por medio de piezas
de anclaje 15, asi como tres electrodos 16 que se sumergen en el baiio
de meterias fundidas 12. Estos eleotrodos 14 y 16 se hallan coneotados
& una fue'nte de tensidn 17, de modo que los citedos electrodos 14 ¥y
16 pueden crear un campo eléctrioo continuo que se extiende entre el
bafio 12 de matexfié.s fundidas, la bandacde vidrio 10 y la atmdsfera 13
en la gque se haila instalado el eleotrodo 14.{En la representacion
en cuestidn, el electrqdo 14 se ha puesto a polaridad positiva res—
pecto.a los eleétrodoa 16. Pero ge ha previstc_) un aparato inversor y
rogulador de la.tensién de la fuente he tensién 17, poxr ejemplo ﬁn ‘
potencidmetro 18 con un inversor 19. En la realizacidn ilustrada en la
figura 1, unos inyectores 20 refractarios al calor atraviesan las pa-
redes la.te:;algas anterior 7 y posterior 8 para introducir en la atmds-
fera 13 iones destinados al tratamisnto de la banda de vldrio 10.

4 titulo ilustrativo, se da & cmtinuacién un e¢jemplo de
funclonamiento de esta primera modalided de réalizaoic’m del invento.
Después de haber oonectado el electrodo 14 al polo positivo de la
fuente do tensidn 17 y los electrodos 16 &l polo negativo de la miama
fuente de tensidn 17, se aplice a dichos elec'l;rodoe 14 y 16 una dife-
lrenoia de i)otencial de aproximadamente 30 voltios. En el sistema elec-
'troquimiéo formado, los ionew pogitivos oirculan de arriba a abajo y
ge pi‘oduom dos Pendmenos diferentes en ocada oara del vidrio. En la
interfape estafio-vidrio, los iones sodlo se desplazan hacia el bafio
metélico que los reduces por el oconirario, se suprime asi dompletamen—
te la tendencia a la migracidn de los iones :de estafio hacia el vi-
drio. Resulta’ que oesta diﬂposioién pexmite la eliminacidn deldefecto
oonooido bajo el nombre de "bloom", defecto gque proviens de la difue

-gién del estafio por la cara inferior del vidrio. En la interfase
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| yidrio-atmdsfera, so puede producir un intercqmbio ionioco susoepiible |
de mejorar , por ejemplo, lam proﬁiedadee meciniocas del widrio. Se
puede asi, introduciendo en la atmosfera 13 iones potasio emitidos por
vapores ilonlgados procedentes de los conduotos 20, haocer difundir eetoi
lones poiasio de modo que tomen el lugar de los iones sodio inicial-
;ente situados en la proximidad de la cara superior de la banda de vi-
drio y que han estado obligados mis tarde a desplazarse hacis el in-
terior bajo la influencia del campo eiéctr1007 Se obtiene asi una
planche de vidrio de superficie reforzada por el pofasio.

Las Piguras 2, 3, 4 muestran otras formas de reelizacién
de la invencién, en las ouales los tipos de electrodos escogidos para
ger instalados en la atmOsfera, permiten realizar un tratamiento pre—:
ferente en oiertos lugares de ls banda de vidrio;

En ia figura 2, puede observarse un batio de materias fun-
didas 21, sobreiel oual mpe desplaza una banda?de vidrid 22. Por encima

de ésta, se han dispuesto unos inyeotores 23 de los que el dibujo solo

[

reprosenta los extremos de salida, asi como ei electrodo 24 que se ha~
1la inclinado con relacidn a la banda de vidrio 22. En el ocaso en cues-
tion, el borde izguierdo de la banda de vidrio 22, més cercano al elec
trodo 24, queda asi sometido & un campo eléctrico ﬁés intenso. Por ocon-
sigulente, la influencia on el tratamiento de esie borde gera mis im—
portante que la producida en el tratamiento dei borde derecho.

En la figura 3, se muestra igualmente un bafio de materias
fundidas 2?, sobre el que se desplaza una banda de vidrio 26. Por enci-
ma de ésta, se hallan dispuestos unos inyeotores 2T de los que el di-
bujo no reproesenta més que los exiremos de salida, asi como el electro-
do 28 que cubre la banda de vidrio 26, afectando la forma de un arco.
En el caso que nos oocupa, los dos bordes del vidrio 26 se hallan, pues
més ceroanos al electrodo 28, mientras que, a medida que vamos acer—

.céndonos al centro, aumentan las distancias entre el vidrio 26 y el
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- electrodo 28. El oampo eléctrico presenta asi una simetria con res=

—

peoto al éje longitudinal del eleotrodo 28. La intensidad del campo
eléotrico es, pues, en esta aplicacidén, simétricamente oreciente ha=
cla los'bordes de la bYanda de vidrio 26.

| En la figura 4, se ha representado igualmente un bafio de
materias fundidas 29 sobre el cual se desplaza una banda de vidrio
30. Por encime de ésta, se han dispuesto unos inyeotores 31, de los
que el dibujo solo representa los extfemos de salida, asi como el
elootrodo 32 en foxma de diédro. En ol oaso en ouestion, se reemplaza,
pues, el electrodo arqueado 28 de la figura 3 por una placa en forma
de diedro. Se oht;ena asi sensiblemente el mismo efeoto que con la
realizacion descrita en la }igura 3. .

Ia figura'5 ilustre otra forma de realizacién del elec—
trodo situado en la atmdsfera. Consiste dste en una placa 33 plana,
que presenta unas partes 34‘provistas de aberturas. Es%a disposicion
permite concentrar el oamp& eléctrioco bajo las partes s0lidas. Se pue-
den formar asi bandas de tr;tamiento preferente en la banda de vidrio
que se desplaza en el sentido de la flocha 35.

La figurs 6 musesira wma pila 36, andloga a la pila 1 re~
presentada en la figura 1, pero vista en secoidn transversal. En la
figura 6, se ve, pues, una pila 36 que comprende una solera 37, unas
parodes laterales 38 y 39, asi como una estruotura de techo, 40, cons—
tituida por su parte por la bdveda 41 y las paredes laterales 42 y 43.
En al.interiorrde la pila 36, la banda de vidﬁio 44 se desliza sobre
un bafio de materias fundidas 45 mds densas que el vidrio. Ademés de
este bafio de materias fundidas 45, la pila 36 contiene unz atmdsfera
46 que entra en comtacto con la cara supario# de la banda de vidrio 44
Se halla asimiemo, en ol interior de la pila 36, un electrodo 47 for-
mado por wna placa que presenta la forma de u@a U invertida, asi como

. tros electrodos 48 que se sumergen en el baflo de materias fundidﬁa 45.
‘ .

'
v i
I
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_Estos eleotrodos 4T y 48 estin conectados a una fuente de tension, _|
aniloga a la representada en la figura 1 y no representada aqui en la
figura 6. En la representacién correspondiente a la figurs 6, unos
inyeotores 49 en material refractario al calor atraviesan la parte
horizontal del eleotrédo 47 e introducen en la atmdsfera 46 iones des-
tinados al fratamiento de la banda de vidrio 44.

A titulo ilustrativo, demos a continuecién un ejemple de
funcionamiento dé este otro modo de réalizacién de la invencidn, re-
presentado en la figura 6. bespués de haber conectado el electrodo 47
al polo nagati#o de la fuen%e de tengidén y los electrodos 48 al polo
positivo de la misma fuente de tensidn, se aplica a dichos electrodos
47 y 48, una diferencia de éotencial de 50 voltios, por ejemplo. Se °

puede asi, mediante esta disposicidn, hacer difundir sobre los bordes
de la banda de vidrio 47, sodio, haoia la superficie de dichos bordes,
de modo que se modifique elzéngulo de humectacién. Esta disposiocién
puede, pues, §onstituir wn medio ventejosmo para obtener una banda de
lvidrio de grueso inferioxr ai grueso de equilibrio. '

'1 Otra forma de realizecién del invento que permite realizar
un efeoto andlogo al obtenido en la realizacidn del invento descrita
en }a figura 6, se ha representado en la figura 7. Puede verse aqui
una pila 50 que comprende una solera 51, unas paredes laterales 52 y
53, as{ como una estructura de techo 54 constituifda por su parte por.'
la boveda 55 y las paredes laterales 56 y 57. En el interior de la pi-
la 50, la banda de vidrio 58 se desliza sobre un bafio de materias fuh-
dides 59 més densas que el vidrio. Ademés de este bafio de materias funt
dides 59, la pila 50 contiene una atmdsfera 60 que entra en contacto
con la cara superior de la banda de vidrio 58. Se encuentra tambien,
en ol interior de la pila 50, un electrodo 61_oonstituido por tres
partes 62, 63, 64, talen que lam partes 62 y 63 del eleotrodo 61, dis~

.puestas oerca de los bordes de la bande de vidrio 58, quedan a wna
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—-pequena distancia por encima de dichos bordes de la benda de vidrio
- 58, mientras que la parte 64 del eleotrodo 61, dispueste en la zona
media de la banda de vidrioéSB se halla & una distenola mas alejada
por encima de la menoionadagzona media de la banda de vidrio 58. Se
observarinademés tres electrodos 65 sumergidos en el bafio de materias
fundidas 59. Estos electrodos 61 y 65 estén conectados & una fuente de
tensidn 66, de modo que los electrodos 65 quedan ligados al polo posi-
+ivo, y el electrodo 61 &l polo negativo. En e},gaao ropresentado por
le figura T, se establece incluso el hecho de poner las partes 62, 63
del eleétrodo 61 a un potencial diferente del de la parte 64 del
plectrodo 61, con ol fin de crear campos eléctricos de intensidad di-
ferente de una parte & la otra. Como en las figuras representativas .
de las formas de realizacidn precedentes del invento, se observan
%aﬁbién aqui inyectores 67 en material refractario al calor que per-
miten introducir en la atmdsfera 60 iones destinados al tratamiento
de la banda de vidrio 58. Esta disposioidn, partioularmente ventajoma,
permité, regulando apropiademente las intensidades ﬁel campo oléctri~
00, modificar la concentracidn de los iones éloalinos, por ejemplo,
contenidos en las bandas marginales de la banda de vidrio 58 y, corre-
1ativamente; cambiar la tensidn superficial sgobre los bordes de la mend
cioneda banda de vidrio 58. Este medio permite, pues, finalmente,
ajustar el grueso de la banda de vidrio 58 a un grueso inferior al de
equilibrio, de'%na manera répide y flexible.
Quede bien entendido que la inveﬁoién no se limita a las
' t

‘formas de realizacién que se han descrito y representado &.titulo de

ejemplo, y que no se saldrfa de su marco por;aportar modificaciones.
En resumen,ls Patente de Invencidn que se solioita deberd

i .
recaer sobre las siguientes: - _ |

. ' -
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RELVINDICACIONES -

1. Procedimieﬁto de tratamiento de vidrio en planocha,
en el oual una cara se halia en contacte con un bafio de materias fun-
didas, en tanto que la otr% cara queda en contacto oon una atmbsfera
en la que reina una temperétura elevada, caracterizado por el hecho
de que se somete pox 1o'meﬁos una parte de la plancha de vidrio a un
cempo eléotrico continuo que se extiendé entre el bafio de materias
fundidas y la atmdsfera ooﬁ la ocual pe encuentra en contacto una de
las caras de la plancha de:vidrio.

2. Procedimieéto segin la reivindicacidén 1, caracterizado
por el hecho de que se establece el campo eldctrico de tal modo que
el bafio dermaterias fundidas sea de polarided positiva con relacidn °
8 la atmésfera.

3. Procedimiento segin la reivindicaolon 1, caracberizado
por el hecho de que se establece el campo eléctrico de tal modo que el
baﬁone materias fundidas sea de polaridad negativa con respecto a la
atmbefera. |
4. Procedimiento segin la reivindicacidn 1, caracterize-
do por el hecho de que se provoca en el sigtema elsctroquimico una
difusidn de iones en por lo menos una parte de la plancha de vidrio
adyacente & una de las caras de la referida plancha.

5. Procedimiento megin la reivindicacién 4, caraoterizado
por el hecho de que se provooca la difusidn de iones metalicos conte—
nidos en la plancha de vidrio y mis electropositivos que los metales
que constituyen el bafio de materias fundidas y por el hecho de que sme
reducen al estado metdlico al contacto con este bafio.

6. Procedimiento segun la reivindicacién 4, caracterizado
por‘el hecho de que se hacen difundir en la plancha de vidrio iones

gusceptibles de modificar las propiedades de ésta, por ejemplo sus
B | . *

propiedades guimices, mecidnicas u Spticas.
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7. Procedimiento segin la reivindicacidn 4, caractoriza~
do pox el hecho de que se afiaden a laz atmdsfera loaes susgeniibles =
de difundirse por la plancha de vidrio, y por el hecho de que s2 ha-
cen pasar dichos iones a la parte de la atmdésfera sometida a ls ac—
cibn delcampo elécirico.

8. Procedimiento segin la reivindicacidn 1, caracicriza~
do por ol hecho de que se concentira el campo elécirico en zonas 235O
&gldas en la plancha de vidrio,.

9. Procedimiento segin la reivindicacién 8, caracterizado
por el hecho de que se concentra ol campo eléetrico a lo largo de las
zonas marginales de la plancha de vidrio,

10, Procedimiento segin la reivindicacidn 9, caractoriza~
do poxr el hecho de que, en las zonas marginales de la plancha do vie-
drio, se modifilca la oencentracién de ciertos iones, tales como 1los -~
iones alcalinog,

11, Se reivindica por dltimo como objoto sobre el que ha
de xecaer la Patente do Imvencidn que se sélicita: WPROCEDIIENTO DE
TRATAMIENTO DE VIDRIO EN PLANCHA".

Todo conforme queda descrito y reivindiocado en la prosen-—
40 Memoria desoripiiva que oonsta de catorce piaginas mecanografiadas

y dibujos adjuntos.
Madrid, 12 de Abril de 1,966

BERNARDO UNGRIA
DeDp
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